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 2011 年、我々は c 軸方向に配向した結晶性 In-Ga-Zn-Oxide（CAAC-IGZO）と、その FET への

応用を報告した。CAAC-IGZO FET は 10
-24

A ·m
-1オーダーという極めて低いオフリーク電流を有

しており、この極小のオフリーク電流を利用した LSI メモリの研究を我々は行っている。 

 LSI メモリの高速な動作には高い電界効果移動度（μFE）を持った FET が必要である。しかし、

これまで報告してきた CAAC-IGZO FET の μFEは 5 - 10 cm
2
·V

-1
·s

-1
 程度であり、従来 LSI に使われ

ている単結晶 Si の電子移動度と比較して 2 桁劣っており、高速な LSI への応用は難しいと考えら

れてきた。 

 我々は CAAC-IGZO FET（L = 0.45 - 100 μm）と n 型の単結晶 Si FET（L = 0.30 - 7.95 μm）の μFE

のチャネル長（L）依存性について報告している[1]。当該報告において、フォノン散乱の影響か

ら、単結晶 Si FET と CAAC-IGZO FET の移動度の差が、微細化によって縮小することが見出され

た。即ち、CAAC-IGZO FET を高速な LSI メモリへ応用できる可能性が理論的に示された。 

 今回、CAAC-IGZO FET におけるフォノン散乱の影響をより詳細に検証するため、従来の二次

元（Planar）構造の FET に加え、S-channel 構造と称する、チャネルがゲート電極によって三次元

的に取り囲まれた構造の、微細な CAAC-IGZO FET（L = 0.055 - 0.515 μm）を作成した。S-channel 

構造 CAAC-IGZO FET の μFEの L 依存性を測定したところ、フォノン散乱から理論的に予測される

μFEの L 依存性と非常に良く一致した(Fig.)。この結果から、CAAC-IGZO FET の高速な LSI メモリ

へ応用できる可能性が、FET 特性の観点から実験的に示された。 

 当日はこの結果についての議論を行う他、より高移動度の CAAC-IGZO を活性層とする FET に

ついても μFEの L 依存性を報告する予定である。 
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Fig.: Channel length dependency of field-effect mobility, (a) CAAC-IGZO FETs, (b) single-crystal Si FETs 

[1] S. Matsuda et al., Ext. Abst. SSDM , 2014 
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